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Ubersetzer: Kurt Langosch 3
In den beiden folgenden Tabellen sind 1 2 i
die technischen Daten sowjetischer Spit- i o
zen- und Flachentransistoren angegeben. I 3
Ihre maximal zulass1gc2 Umgebungs- ] At oer
temperatur betrigt 4 50° C. Die Grenz- H Sockelstifte von ) il |
werte fiir- Spannung, Stromstirke und @ ynten L 1 A
.I.(Ollektorverlustlelstung diirfen I}l(}ht AuBere Abmessungen a) der Spitzen- und b) der Fléchentransistoren
iiberschritten werden. Jede kurzzeitige
elektrische Uberlastung erwéirmt die Soi fst
Kontakte unzuliissig und beeintrichtigt ~Spitzentransisioren
die einzelnen elektrischen Werte. Beim p
i oy . ¢ arameter
Schalten der Transmtqren ist ?uels_t der Bas gemessen in Basisschaltung und A-
Basiskontakt anzuschliefen. Die Trioden triebs- | Verstirkung bei einer MefBfrequenz Grenzwerte
diirfen nicht in der Niahe von wirmeaus- werte R 20 kHz
strahlenden Bauelementen angeordnet (OITSAUSAANIOG ofiax,
werden. AuBlerdem ist eine gute Wérme- = i g [~
ableitung des Transistorgehéuses zu emp- 7 § szl ; 8 | = %
fehlen. Spitzentransistoren werden grund- ryp| Verwendungs- E Bl ol el B ) g = £
sitzlich iiber eine Fassung mit Steck- zweck gle B |8 B |2|E 8 B | = R
kontakten angeschlossen. Bei Flichen- w | 8 % E RS é 8| = | g %
transistoren konnen die Zuleitungsdrihte E g Svle |2 |8 S E 2 E £ =) =
gelotet oder auch gebogen werden, wenn sla_|88|5 |8 |5 ga| & AR -
der Abstand der Lot- oder Biegestelle 2150 |85 |2 (B2 2| 28| BT |2|8|5| 50 |55
vom Glaskolben mindestens 10 mm be- = |Ea ‘?D.E Zalsal®|@®| 58 |8|&|% %= |X:
trigt. Ferner sind zweckmiBig Lotmittel H|Bo|l8za g 2|88 28 |g|E|R|80(|3%
mit einer Schmelztemperatur bis max. A MP |Px e ds| B 88| A @AM 8D [MZ
150° G zu verwenden. C 1 A| Verstirkungstransi-
e i = 5 bi e s
3) Die Stromrichtung vom Emitter und Kol- stor b}s 500 kHz 1 0,3 20| 750 | 200| 7 |1,2| 1,0 |15 bis 19 10 |10 40| 100
lektor zur Basis wurde positiv angenommen. C 1B | Verstirkungstransi- :
2) (ilt fir einen Generatorwiderstand von stor bis 500 kHz 0,3 |— 20| 750 200 7 |1,5| 1,2 |18 bis 22| — (10| 6 |— 40| 50
500 Q und 10 kQ Lastwiderstand. C 1 B | Verstarkungstransi-
?) Die Leistungsverstirkung und die Kollek- stor bis 1500 kHz |0,3 [— 20| 750'| 200| 7 (1,5 1,2 |15 bis 19| — |10 |10 |— 40| 100
torverlustleistung werden bei geerdetem Emitter C 1T | Verstirkungstransi-
und A-Verstdrkung bei einer Frequenz von stor bis 1500 kHz (0,3 [— 20| 750 | 200| 7 |1,5| 1,2 |18 bis 22| — | 10| 6 |— 40| 50
1000 Hz, einem Generaforinnenwiderstand von 6 1A | Varstaxkungetiansis ;
20 e At on o) e stor bis 5000 kHz 0,3 |— 20| 750| 200| 7 [1,5] 1,2 |15 bis 22|30|10| 6 |— 40| 50
4) Ausgangsleistung und Klirrfaktor werden C 2 A| Oszillatortransistor
in Basisschaltung bei 400 Hz gemessen, Gene- bis 500 kHz 0,3 |— 10{1500 /1000 | 7 |1,5| 1,2 | — — 110|410 |— 30| 100
ratorwiderstand = 100 Q, Lastwiderstand = C 26 | Oszillatortransistor )
105)k% e e bis 1500 kHz 0,3 |— 10{1500 | 700/ 7 [1,6| 1,5 — |—|10| 6|— 20| 50
asiswiderstan b = ( - . < - o ) po
stand R, = Ras— Rus, Emittgrwiderstand R~ (018 O.Slelatortf‘anSIStor 0,3 101500 |1000 | 7 |1,6| 1,5 10| 6 20( 50
bis 5000 kHz
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M1A | Verstirkungstransistor
bis 100 kHz 1,0 | — |— 10| 30 [ min. 0,3 | — min. 0,9 0,7 30 | — | — | — | — 5 5 [— 20 50
Mm16b | Verstirkungstransistor
bis 100 kHz 1,0 | — |[— 10/ 30 | 0,5 bis 1,2| 400 | 0,93 bis 0,97 0,7 33 | 36 | — — | = 5 o |— 20 50
M1B | Verstirkungstransistor
bis 100kHz 1,0 | — |— 10{ 30 [ min.1,0 | 400 | 0,93 bis 0,97 0,7 37 35 | — — [ = 5 o \[— 20 50
Mir | Verstirkungstransistor
bis 100 kHz 1,0 | —[— 10| 30 [min:0,5 600 | min. 0,96 0,7 37 | — | = — = 5 5 [—20 50
M1A | Verstirkungstransistor
bis 100 kHz 14,0 [ — [— 10| 80" [l min. 0.5 600 | min. 0,94 0,7 33 18 == = — 5 5 |—20 50
M1E | Verstirkungstransistor .
bis 465 kHz 1,0 | — |— 10{ 30 | min. 0,3 |1000| 0,94 bis 1,0 0,7 30 35 — — 60 5 9 11— 20 | 50
e Verstarkungstransistor
im Tonfrequenzbereich | — | — 5 |— 50| — — — | min 0,85 - 17 — |100 | 15 — 10 10 | — 100 | 250
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